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1. Контакт Al/InAs
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2. Подход Томаса - Ферми (формулировка)

Уравнение на электростатическое поле:

d

dz

[
εr
dφ

dz

]
= −

ρ(z)

ε0
. (1)

Граничные условия: φ(0) = 0, φ(L2) = VD .

Распределение электронной плотности:

ρ(z) = −
e

3π2

[√
2mInAsεF (z)/~

]3

. (2)

`
2
TF

d2ϕ

dz2
= − [1 + ϕ(z)]

3/2
. (3)

Здесь εF (z) = Φ + eφ(z), `−1
TF =

√
e|ρ(φ = 0)|/εInAsΦ и ϕ = eφ/Φ.
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2. Подход Томаса - Ферми (результаты)
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3. Самосогласованный подход (формулировка)

Самосогласованное решение уравнений Пуассона и задачи на собственные значения:

Ĥn = −∂z
[

1

2m∗(z)
∂z

]
+

1

2m∗(z)

(
k̂

2
x + k̂

2
y

)
+φ(z)−εF (z)−α(z)

(
k̂xσy − k̂yσx

)
+
µBg(z)B

2
σx .

(4)
Плотность заряда:

ρ(z) =
1

2πLy

∑
ny,E[Ψ]≤0

∫
dkx|Ψkx,ny (z)|2 . (5)
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3. Самосогласованный подход (разностная схема)

В полупроводнике ∆z ≈ 2Å, в металлической пленке ∆z ≈ 0.1Å,

∂z

[
1

2m∗(z)
∂z

]
ψ(z)→ 1

zi+1 − zi−1

(
1

m∗
i+1/2

ψi+1 − ψi

zi+1 − zi
− 1

m∗
i−1/2

ψi − ψi−1

zi − zi−1

)
, (6)

где m∗
i±1/2 = (m∗

i ±m∗
i±1)/2.

Для уравнения Пуассона

φi
in(z) = λφi−1

out (z) + (1− λ)φi−1
in (z) . (7)
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3. Самосогласованный подход (результаты)

WSC = 1−
∑
ny,σ

∫ LSM
z

0

|Ψ(kF )|2dz . (8)
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3. Самосогласованный подход (реальная геометрия)

(Институт физики микроструктур РАН) 15 февраля 2018 г. 11 / 14



4. Эффект близости
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4. Эффект близости (наведенная щель)
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